Siemens Transistor BC157 Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177,178, 179, BC 257, 258, 259

PMP-Transistoren fir NF-Vor- und Treiberstufen sowie
fur universelle Anwendung

BC 1567, BC 158, BC 158, BC 177, BC 178, BC 179, BC 257, BC 258, BC 259 sind
gpitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren fir NF-Var- und Treiberstufen.

BC 157, BC 158, BC 159 in Kunststoffumhillung (SOT 25) als Komplementar-
Transistoren zu BC 147, BC 148, BC 149 geeignet.

BC177.BC178, BC17%im Gehduse 18 A 3, DIN 41876 (TO 18) als Komplementar-
Transistoren zu BC 107, BC 108, BC 109 geeignat,

BC 257, BC 288, BC 259 in Kunststoffumhidliung (TO 92) als Komplementar-
Transistoren zu BC 167. BC 168, BC 169 geeignet.

BC 169, BC 179, BC 259 sind besonders fur rauscharme Vorstufen vorgesehen,

Typ Bestellnummer Typ Bestallnummer
BC 157 A Q62702-C162 BC 178 A Q62702-C163
BC 157 B Qe2702-C163 BC 178 B Q62702-C154
BC 167 VI Q62702-C166 BC 178 VI 062702-C1566

BC 179 A Q62702-C208
scies | gmeom scme | owmow
BC 158 V| Q62702-C160 DG 257 A QB2702-C184

BC 257 B Q62702-C206
BC 159 B OB2702-C161 BC 258 A Q62702-C187

BC 258 B Q62702-C188
BC177 A QB27T02-C141 BC 258 v Q62702-C190
BC177 B Q62702-C142 BC 250 A Q62702-C181
BC 177 Wi Q62702-C140 BC 259 B | Q62702-C192

BC177,BC178, BC179
£ 8 0y

1 ;
145° . 4 -(- 2
— o @}.
? ; _? BC 167 BC 168, BC 159
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Gewicht etwa 0.25 g MaBe im mm Gewicht etwa 0,33 g Mala in mm
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

Granzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter- Spannung
Emitter- Basis- Spannung
Kollektorstrom

Kollektor- S pitzenstrom
Bagisstrom
Basis-Spitzenstrom
Spermschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft
Kollektorsparrschicht —
Transistorgehause

| Bc | BC | BC | BC | BC | BC
i 157 | 158 | 159
177 | 178 | 179 | 22 | Jeg | 209

~Uces| 50 | 30 | 25 | 850 |30 |25 |v
~Uceo| 45 | 25 | 20 | 45 |25 |20 |V
~Uggo| B 5 5 B B & L)
=Ic 100 | 100 | &0 100 | 100 | 50 mé
~Tep | 200 200 — | 200 200 | — | mA
-1, |60 |60 |5 |50 |60 |5 |mA
~Igw | 100 [ 100 | — | 100 | 100 | — | mA
T, 176 | 176 | 176 | 160 | 160 | 150 | °C
T, — 56 bis + 125 — 55 bis + 150 | °C
Prat 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | mW

Rypou |& 500| = 500|= 500

Aenase |< 200(< 200|< 200

Statische Kenndaten (T, = 25°C)

= 420

s 4205 420 grd /W

—

1_

grd /W

Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstarkung B gruppiert und

mit VI, A, B. gekennzeichnet.

Bei—U g =5Vunduntenstehenden Kollektorstromen gelten folgende statiseheWerte,

B-Gruppe W

| A |

Typ BC 157,177,257 | BC 157,177,257 |

B

I, 8

B B8
{mA) I i1y Iy Ic1g
0.0 8hb 90 270
2 100 (70 bis 140) 170{120bis 220) 280 (180 biz 460)
1000 70 120 4001

BC 158,178, 259

BC 158,178, 258 BC 158,178,258 | BC 158,178, 258

BC 159, 179, 269

*} Diese Werte gelten nicht fur BC 158, BC 179, BC 258
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Siemens Transistor BC157 Datasheet

BC 157, 158, 1569, BC 177,178, 179, BC 257, 258, 259

Statische Kenndaten (T, = 25 °C)

Tvp BC 157,158,169, BC177,178.179. BC257,258. 259
Uee —Ic —Ig —Lfge e sae = aEsat
(V) (mA) | (mA) vV v v
L 0.1 - 057 - _
5 2 - | 062(0.,55bis0.7) | - -
5 10 06 | = 0.1 (= 0.2)7) 0.7 (= 0.8)
5 100 - 0.8 - | -
- 1007 5 - 0.2 (< 0,6 085 (<1
- 10 - |- 0.3 (< 08)Y) | -
Statische Kenndaten (7, =25 *C) BC157 | BC 158 | BC 159 |
BC177 | BC178 | BC179
BC 257 | BC 258 | BC 259 |
Kollektor-Emitter- Reststrom |
(=Uces = 20V) ~leps 2(=<100) | 2(<100) | 2(<100) | nA
Kollektor- Emitter- Reststrom |
(=Lfepe = 20W: Ty = 126°C) —Tegs < 4 = i < 4 A
Emitter-Basis- Durchbruch-
spannung (—Igg = 10 pA) ~Utgr)eso| =5 =5 =5 v
Kollektor- Emitter-Durchbruch-
spannung (—f.g = 2 mA) ~Uiar)ceal = 45 = 25 =20 W
Kollektor-Emitter- Durchbruch-
spannung (—Izp = 10 pA) ~Uigm)ces| =50 = 30 = 25 W
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) BC157 | BC158 | BC 159

BC 257 | BC 268 | BC 269

Transitfrequenz (—=I- = 10 mA;

~Uge = 5V F =50 MHz) fi 130 130 130 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

(-Uegn = 10V, F=1MHz) Cepo <6 <8 < B | pF
Rauschmal |

(=f: =02 mA; =Ulgg =8V
Re =2 kQ; AF = 200 Hz:

f=1kHz F < 10 < 10 < 4 dB
F = 30 bis 15000 Hz F - - 2(=4) | dB

') Deer Transistor ist so weil Ubersieuert, dab die statische Stromverstarkung auf einen Weart von 8 = 20
abgesunken ist. )

" e o= 10 mA #ir die Kennlinie, welche bei konstantern Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
Toom 171 Ml Ueg = 1V geht,

1y Diese Warte gelten nicht fur BC 159, BC 179, BC 259
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 159, BC177,178, 179, BC 257, 258, 2509

Dynamische Kenndaten 7, = 25°C) | BC 177 | BC 178 | BC 179 |
Transitfrequenz (=I- = 10 mA;
Ueg = BY; f= 60 MHz) r 130 130 130 MHz
Kollektor-Basis- Kapazitat 5
(~Ueao = 10 V: £ = 1 MHz) Ceso |45 (<7)|45(<7)|45(<7)| pF
Rauschmali
(-Ic = 0,2 mA; —Uge = 5 V)
Ag = 2 k0 AF = 200 Hz; :
f=1kHz F =10 <10 = 4 dB
f = 30 bis 15000 Hz F — — 2 (=4) dB
Dynamische Kenndaten (7, = 26°C)
Te=2mA; Ueg =8Y; F=1kHz
B-Gruppe | VI A B
Typ | BC 167,177,257 | BC 157,177, 267 -
| BC 158,178, 258 | BC 158, 178. 258 | BC 158, 178, 258
— BC 159,179,268 | BC 159,179, 259
fyva I 1.2 {(0.4bis2.2) 2.7 (1.2bis4.5) 4.5 (3.0Dbis B) k&2
fyza 2.6 3 35 104
f31a 110 (75 bis 150) 222 (125bis 260) | 330 (240bis 500) | -
Mang 20 (= 40) 25 (< 50) 35 (<= 70) 1S
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 169, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Temperaturabhingigkeit der
zulassigen Gesamiverlustlaistung
Pon=Ff(T,) BC157,BC168,BC159
BC 257, BC 2568, BC 259

Pt

Temperaturabhingigkait der

W
T

i
| 03

| . __i__,_ .

zuldssigen Gesamtverlustleistung

Poae = F(T): Ayn= Parameter
BC177.BC 178, BC 178
W T T T T S

' \

1
I A ) I

Zulassige Impulsbelastbarkeit

F = {1}
-?H:."ﬂ o BC 157, BC 158, BC 159

| 1 E
N \)
{ -1
__'._\| [ 0 . Y
10°C 0 200°C
—T
Zulassige Impulsbelastbarkeit

ot rpnag = FAL)
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Stromwerstarkung 8 = F (J:): Uep = BV
BC 157 VI, BC 158 VI
BCIT7VI. BC 178 VI
BC 267 VI, BC 2568 VI

w
5
' i
Ir I =11 )
T EWT pioma
5 el
2L A
2, gl Bi
v — My
— — SrEmeT 06 5T
‘I]u'l]'f R )i 'I'.’& e mA

Stromverstirkung 8 = F (Je): Uep =6V
BC 1588, BC 1598
BC178B, BC1798B
BC 2688, BC 2598
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T il
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StromwverstErkung 8 = F (Jz); Uep = 5 Y
BC167 A, BC 158 A, BC 159 A
BC177T A, BC17TBE A, BC 179 A

BC 257 A, BC 268 A, BC 259 A
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Kollektorstrom fe = f (Ugg): Ugg = 5V
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Siemens

Transistor BC157

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Ausgangskennlinien e = £ (Lee)
BC167, BC 158, BC 1569
BC177,BC178,.BC173

1"&3 BC 257, BC 258, BC 259
| _1—tomi [
I_ 1"# il:] I%ﬁ. |
'.": = |
‘_' il u'? |
: =
—]

Ausgangskennlinien J. = F (Ucg)
Ig= Parameter

BC 157, BC 177, BC 257

=

TRy

mA
T 58 samp | 1B
5 WA
1 myf;"/-yu:m!n | 1
(e
EI}'// r /',-—u@m
] - Jp=01mA—
oL LT |
i.__-____.j__fJ | |
B w +|n
—= g

Ausgangskennlinien Jo = f (L)
BC 167, BC168, BC 169
BC177,BC178, BC178

mA BC 257, BC 258, BC 259
MW ' —I |L|_|t|_ | I B |
& _W.i-l.ﬁ l |
' |_?:.. ——t— m,”'w |
: | =1
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177,178,179, BC 257, 258, 259

Ausgangskennlinien [. = f{Li-g)
Ligg = Parameter
BC157. 158,169

Ausgangskennlinien [ = /[

Ligg = Parameter

ﬂl'l-f'- BC177,178,179, BC 257, 258, 269 ‘ilﬁiﬂ. EC 169, BC 179, BC 269
b — B M —— . —
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Temperaturabhingigkeit des

Eingangskannlinie Iy = f (Lge) P -
=Uer ; BViTy = 2'5:_?“ :; . ::l‘l::: u. Sniﬁanurffifl:r;:ax_zul.
BC 157, 168, 168, :C 157'252‘ zg 14 Sperrspannung BC 157, 158, 169
0 - P S5 25 ¢ BC 177178, 179, BC 267, 268, 259
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Siemens

Transistor BC157

BC 157, 1568, 1569, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Transitfrequenz f; = f (1)
{Ty = 25*°C)

BC 157, BC 168, BC 158
BC177, BC 178, BC 1789

MHz
1 STHIRE

rr
I

H

BC 267, BC 258, BC 255

o

p—t— —
= _.=_u__.j
| 1
i

-I i 1 |
o L 1111
' 5o 5o
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Stromabhangigkeit der f-Parameter

Upp = BW: i"u = 25*C

-—h' trc} =
Hem ot =2 mmy ~ 1 e

BC 157, 168, 159, BC 177,178,173

I

BC 257, 258, 269

- _1 S

T
g
v

AT
T
b

b

o

Kollektor- Basis- Kaparitit
Emitter- Basis- Kapazitat

Cepne Cemo = (Uepn Unal:
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Ty=25C BC177,BC178.BC 178
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Spannungsabhingigkeit der - Parameater
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BC 267, 258, 259
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Siemens

Transistor BC157

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Rauschmall F = f ()

Uep =5V F=120Hz: Ty = 26°C
- BC 169, BC 179, BC 259
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Rauschmal F = F (1)
Ugg =8V, f =10 kHz; Ty = 25°C

18 BC 159, BC 179, BC 259
¢ -Hi
; | LU
- /
I/ ARl
' R
1 A 1 |'.
(1]
R IER ] ’ﬂ | 10Kke
_1 L y
" TN HI /{11 A
__ulsal\ alll]
N 7 I
N i 24
2 w* o' wt u'm
- ._|r:

Rauschmal F = f (I}
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Siemens Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Rauschmal F = f ()
Ag =2 k0, Ueg = BV Jc= 02 mA
Ty =256°C
if3] BC 155, BC 175, BC 259
M o - .
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